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ている選択ドープ GaAs/n -Al GaAs微細(テロ構造に適用し， ヘテロ界面急峻化と AIGaAs混晶
層の高純度化により，従来の 3 倍の大きさの電子移動度が得られ，電界効果トランジスタとしても，
極めて高い電流増幅特性を示すことを明らかにしている。
以上のように，本論文は，機能性を有する新しい無機材料の開発とその機能性向上のための結晶成長
技術を示しており，無機材料化学に貢献するところが大きい。よって本論文は博士論文として価値ある
ものと認める。
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